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Vakuumdi enter Verscnluaa fUr Halbleiterelemente 

Zusatz zu HEP ... (deutache Patentan- ^ 
meldung C 30 075 7IIIo/21g) * P^* f T£ >/* 



Pie Erf indung bezieht aioh auf einen vakuumdichten VefschluaB . 
fur Halbleiterelemente nach Patent' .... (deutsche Patentanmel- 
dung C 30 075 VIIIc/21g), dessen Gegenatand duroii dieBe Er~ 
f indung verbeaaert wird. 

Gegenatand dieaea Patenta iat der vakuumdichte YeracnluBS eineB 
Halbleiterelementea, beatenend aua zwei Kontaktplatten und einem 
zylinderformigen Genause aua einem isolierenden Material, daB 
die beiden Kontaktplatten miteinander verbindet. Die Kontakt- 
platten weisen die Form von Kegelsttimpf en auf, die mit inren 
grosseren GrundflSoben einander zugekehrt aind und zwiacnen wel- 
chen daa eigentliche Halbleiterelement angeordnet iBt. Pas iao- 
lierende plaatiscne Material umschliesst die beiden Kontaktplat- 
ten derart, daaa die kleineren Grundflacnen frei blelben. 

Ein Yorteil dieser Konstruktion beBtebt in der Einfacnheit, die 
sich inabaaondere aua der minimalen Zafal der Telle, aua welohen 
die Einheit beateht, ergibt. Hiarbei entaprlcbt aie den Anfor- 
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derungen einer einwandfreien Betriebsweise von Halbleiterele- 
menten in der Starkstromtechnik, wo die Halbleiterelemente mit 
einer erheblichen Yerlustleiatung arbeiten. Dieee Tatsache er- 
fordert in der Konstruktion des Yerschlusses die Bildung von 
maximal giinstigen B*edingugen fur die Warmeabfuhr aus dem Halb- 
leiterelement. Dae Halbleiterelement muss mit den Kontaktplatten 
derart verbunden' sein, dass diese Bedingung erf Hilt wird. Die 
Kontaktplatten mttssen auf die vorteilhafteste Art mit einem 
weiteren Medium in Verbindung stehen, in weloheB die Warme 
abgeleitet wird„ Sie mussen deshalb im Yergleioh zu dem eigent- 
lichen Halbleiterelement die grb*sstm5gliche Masse aufweisen, 
hinBichtlich der Formgestaltung fur die Warmeabfuhr gUnstig 
ausgelegt sein und die grb'sstm<3gliche Flache haben, von welcher 
die Warme in ein anderes Medium abzufuhren 1st. 

Die Ib'sung nach diesem Patent erftiilt samtliche dieser ffor- 
derungen. AusBerdem gewahrleistet die Formgebung der Kontakt- 
platten, die die Form von Kegelsttimpfen aufweisen, bel einer 
geeigneten YorBpannung der zylinderf brmigen Fassung eine ein- 
wandfreie Yakuumdichtigkeit. 

Gema 3 s der Erfindung konnen samtliche Yorteile erhalten bleiben 
und noch welter verbessert werden, indem an der kleineren 
(Jrundflache Jeden Kegelstumpf es ein a n derer KegelBtumpf mit 
seiner kleineren Grundflache derart anechliesst, dass zwei 
derart angeordnete Kegelstumpf e Jewells eine Kontaktplatte 
bilden, wobei die grosser en Grundflachen der anschlieBsenden 
Kegelstiimpfe frei bleiben, 

Dureh derartige Anordnung wird ein noon gunstigerer Warmeab- 
fuhrgrad erreicht, einerseits dadurch, daBS bel Erhaltung der 
warmetechnisch giinstigen Form die Masae der Kontaktplatten zu- 
nimmt, und andererseits, dass sich die Flache derselben, mit 
welcher sie mit einem weiteren Medium in BerUhrung stehen, in 
weloheB die Warme weitergeleitet wird, vergrHssert. 
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lerner let ®a aweokmaasig, daaa.ttber die Seitenflachen der 
grBaaeren ffrundflachen der lnneren KegelBtttmpfe der Kontakt- 
platten eine Sohutzhttlse aufgezogen ; let. j 

Duroh dieae Anordnung wird die U n terbringung dee Halbleiter- . j 
eleaentes ia Innera dea VeraohluSBes verbeBBert, weil ein un- 
gttnatiger Einfluaa der Prudukte dea Materials, aus welchem der i 
sylinderfBraige Teil dea TersohluBsea beateht, verhindert wird. 
fttr dleaen Teil werden n&nlich vorzugaweiae Subatanzen auf 
der Baaia der Epoxydharae verwendet, die ftir diese Zweoke aehr 
gut geeignet Bind* Bin flachteil der Epoxydharze besteht ;}edoch 
darln, daaa deren produkte daa Halbleiterelement ungunetig 
beeinfluaaen, aeine Bebenadauer weaentlich verktirzen, und zwar aogat 
in aolohen -fallen* wo das Halbleiteraement mit einem der be- 
kanntan Schutztiberzttge vereehen ist. 

Bio Bohutzhilse wird auf die Kontaktplatten vorzugsweiae ait 
einer Vorapannung aufgezogen, die auoh bei wfthrend dee Betriebes 
vorkommenden Warmed ehnungen aufreehterhalten bleibt. Der Inneh- j 
raum der SohutBhulae, in welchem daa Halbleiteniement angeord-: 
net let, wird aoait gegen daB Eindrihgen von Produkten der 
Substanz, aue weldher der Teil der aylinderfBrmigen, die beiden 
Kontaktplatten verbindenden Fassung besteht, geschUtzt. 

ferner 1st es vorteilhaft, daBB zwischen den Kontaktplatten ua 
daa Halbleitereleaent herum ein Spreizring bub iaolierendem 
Material, desaen aylinderformige Auseenflaohe deneelben Duroh- 
meaaer wie die Beitenflaehen der Kontaktplatten hat, eingelegt 
iat. 

line derartige Einriohtung era&glioht die Anwendung von Sohuta- 
httlaen, die sehr dttnrie winde haben, ohne dasa die Gefahr besteht, 
dasa es infolge der Vorapannung der SchutzhUlBe und durch Bin- ' 
' wirkung der durch die zylinderf Ormige , die beiden Kontaktplatten 
verbindende Fasaung hervorgeruf enen Brttoke zu einem Durchbruch 
der Htilse nach dem Innenraum kommt, in welchem das Halbleiter- 
element angeordnet iat. 
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frormalerweise kann dieser G-efahr durch Anwendung einer Schutz- 
Mlse mit diokeren Wanden vorgebeugt werden, waB jedoch vom 
Standpunkt der Einbaumasae, des Materialverbrauohea ubw. als 
nachteilig angeaehen werden muss. _ 

Fttr den Fall, dass zwiBchen den Kontaktplatten eine geeteuerte 
Diode angeordnet ist, kann der Gegenstand der Erfindung derart 
welter entwickelt werden, dass in der Schutzhtilae und dem Spreiz- 
rlng die Auaftihrung der Steu'erelektrode vorgesehen let. 

Bin Auafuhrungabeiapiel dea ffegenstandee der Erfindung let in 
der beiliegenden Zeichnung veranschaulicht . Die Figur zeigt einen 
erfindunggemaaaen VerachlueB mit einem im Innern angeordneten 
Halbleiterelement in einem Querachnitt. 

Eine Diode 1 1st zwiachen zwei Kontaktplatten 2 und 3 angeord- 
net. Die Kontaktplatten 2 und 3 haben jeweilB die Form zweier ' 
Kegelattimpfe, die mit ihren kleineren Grundflaohen einander 
zugekehrt aind, ao daaa dieae zWei derart angeordneten Kegel- 
attimpfe eine Kontaktplatte bilden. Der zylinderfSrmige Tail 4 
der Faaaung beateht aua einem plaatiachen iaolierendeh Material, 
daa zuaammen mit den beiden Kontaktplatten 2 und 3 den Ver- 
aohluaa der Diode 1 bildet. Der zylinderfOrmige Teil 4 der 
Fas sung tibt gegentiber den Kontaktplatten eine geeignete Yor- 
apannuhg aua. 

Zwiachen der Diode 1 und dem zylinderfBrmigen leil 4 der Faasung 
befindet aieh eine ScbutzhUlae 5, die tlber die Seitenfiachen 
der groaaeren Grrundflachen der inneren KegelstUmpfe tiberge- 
zogen iat. Den Kontaktplatten 2 und 3 aind Anachluasbolzen 
6 und 7 zugeordnet. 

Der zylinderfbrmige Teil der FaeBung 4 iat aus einem Material 
auf der Baaip der Epoxydharze hergeatellt und die ScbutzhUlae 5 
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aus elnem Material, das unter der Bezeichnung "Teflon" bekannt- 
geworden 1st, welches einerseits gute isalierende Eigenschaften 
und andererseltB eine gute Bestandlgkeit gegen Einwirtaing von 
Frodukten der Epoxydharze besitzt. 

Zwischen den Kontaktplatten 2 und 3 1st ein Spreizring 8 einge- 
legt, der die Diode 1 umschliesst. Seine zylinderformige Aussen- 
■flache hat denselben Durchmesser wie die Seitenflachen der Kon- 
taktplatten 2 und 3, Uber welche eine Schutzhtilse 5 gezogen 1st. 
Die SchutzhiilBe 5 stiitzt sich in voller Lsinge ihres Innen- 
raumes einerseits gegen die festen Wande der Kontaktplatten 
2 und 3 und andererseits gegen die des Spreizringes 8, wodurch 
ein Durchbruch des Spreizringes in den Innenraum, in welchem 
das Halbleiterelement 1 angeordnet ist, verhindert wirdo 

Die Schutzhtilse 5 wird vor dem Aufziehen liber die Seitenflachen 
der Kontaktplatten 2 und 3 auf etwa 220°0 vorgewarmt gegentiber 
den Kontaktplatten 2 und 3» die bei dieser Operation nicht vor- 
gewarmt werden. Dadurch wird errelcht, dass die SchutzhUlBe 5 
gegentiber den Kontaktplatten 2 und 3 eine solche Vorspannung 
aufweist, dass sie wahrend der weiteren. Ymrmebehandlung des 
Terschlusses und bei Betriebstemperatur.en, die die HBchstwerte 
von etwa 160°C erreichen, aufrechterhalten bleibt. Infolge der 
Warmed ehnungen wird unter diesen Warmebedingungen die Lockerung 
der Schutzhtilse und ein Auffreten von Undichtheit, die den 
Schutz des eigentlichen Halbleiterelement.es beelntrSchtigen 
wtirde, verhindert. Dadurch wird erreicht, dass das eigentliche 
Halbleiberelement in jedem Betriebszustand vor schadlichem 
Einfluss der Produkte des Materials, aus welchem der zyllnder- 
fb'rmige Teil des Yerschlusses besfceht, geBchtitzt wird. 

Etir den Eall, dass zwischen den Kontaktplatten 2 und 3 eine ge- 
steuerte Diode angeordnet ist, wird die Elektrode an einer ge~ 
eigneten Stelle durch den Spreizring 8, die Schutzhtilse 5 
und den ?ylinderf Brmigen Teil A herausgef tihrt . 
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Patentansprtlche t 

1. Yakuumdlchter Verschluss fur Halbleiterelemente, bestehend 
auB Kontaktplatten, die die Form von einander mit ihren 
grcSsseren Grundflachen zugekehrten Kegelstumpfen haben, zwi- 
schen welchen ein HalbleiteieLement angeordnet ist und welche 
miteinander durcb einen zylinderf brmigen Teil aus einem 
plastischen, isolierenden Material verbunden Bind, nach 

DBP ....(deutsohe Patentanmeldung 0 30 075 VIIIc/21g) dadurch 
gekennzeichnet, daes an der kleineren Grundfl&che jeden Kegel- 
Btumpfea ein anderer Kegelstumpf mit seiner kleineren Grund- 
fiache derart anschlleBst, daes zwei derart aigeordnete Kegel- 
.stlimpfe jeweila .eine Kontaktplatte (2, 3) bllden, wobei die 
grosaeren GrundflSchen der anschlieBsenden Kegelstumpfe frei 
bleiben. 

2. Vakuumdiehter Veraehluss nach Anspruch 1, dadurch. gekennzeich- 
net, daaB ttber die SeitenflScben der grosseren Grundflachen 
der inneren Kegelsttimpfe der Kontaktplatten (2, 3) eine 
Schutzhtilse (5) aufgezogen ist, 

3. Vakuumdi enter Veraehluss nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass zwischen den Kontaktplatten (2, 3) um das 
Halblei Serelement (l) herum ein Spreizring (8) auB isolieren- 
dem Material, dessen zylinderf drmige Aussenflache denselben 
Durchmesser wie die Seitenf lachen der Kontaktplatten (2, 3) 
hat, eingelegt ist. 

4. Vakuumdiehter Veraohluss nach einem der Ansprliche 1 bis 3, 
in welchem eine gesteuerte Diode vorgesehen ist, dadurch ge- 
kennzeichnet, dasa in der. Schutzhiilse (5) und dem Spreiz- 
ring 8 die Ausftihrung der Steuerelektrode vorgesehen ist. 
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